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Структури на основі кремнію часто стають об’єктами досліджень у 

питанні впливу високоенергетичного випромінювання. Проте існує 
група шаруватих кристалів АІІІВVІ, які незважаючи на сильну 
дефектність володіють високою фоточутливістю і радіаційною стійкі-
стю. 

Термічним окисленням сформовано гетероструктури (ГС) n-In2O3–
p-InSe з високими параметрами: напругою холостого ходу Uхх = 0,55 
В, струмом короткого замикання Jкз = 3,9 мА/см2, коефіцієнтом неіде-
альності ВАХ n = 1,3, коефіцієнтом випрямлення К ~ 103, монохрома-
тичними струмовою SI = 0,2 А/Вт і вольтовою SU = 4,5×103 В/Вт чутли-
востями. Опромінення проводилося протонами з флюенсом 1012–1013 
см-2. 

Для опромінених ГС зростання рекомбінаційної компоненти в 
струмові збільшувало n на 0,3. Навіть для максимальної дози ГС про-
демонстрували високу стійкість: параметри Uхх, Jкз та К покращи-
лись/не змінились на 3%, 0% і 230%, відповідно. 

Порівняння спектрів фотовідгуку ГС не показало їх зміну з опромі-
ненням – розширення області спектральної чутливості (0,49–1,01 мкм) 
чи зміна положення її максимуму (lмакс=0,66 мкм) не спостерігалися. 
Для досліджуваних ГС зростають тільки абсолютне значення фотост-
руму та пов’язана з ним величина SI (на 8%). Параметр SU майже не 
змінився (D ~ 2%). 

Опромінений за аналогічних умов фотоперетворювач ІТО–Si про-
демонстрував значну деградацію. Величини Uхх, Jкз, SI та SU цієї струк-
тури зменшились на 35, 38, 15 і 94 %, відповідно. 

Зроблена інтерпретація процесів, що відбуваються при протонному 
опроміненні об’єктів, досліджених у даній роботі. 


